Получение гидролизным методом модифицированных тонкопленочных материалов на основе диоксида олова и изучение их свойств
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Сочетание уникальных характеристик оксида индия, легированного оловом, делает его незаменимым материалом при создании тонкопленочных транзисторов, электролюминисцентных компонентов различных систем, газовых сенсоров, плазменных, ЖК и сенсорных экранов.  Такая тенденция сохранится и в ближайшем будущем.
Нами уже были получены тонкие пленки диоксида олова на различных подложках методом центрифужного полива из растворов тетра(N,N-диалкилкарбаматов)олова. Исследования топографии поверхности пленок показало формирование послойных структур с перепадом высот от 5 до 10 нм при допировании пленок оксида олова 50 мольн. % индия (рис. 1). Полученные пленки показывают хорошее сочетание оптической прозрачности (87, 1 % , относительно чистого стекла – 96 %) и проводимости (рис. 2). Установлено, что после обжига в течение некоторого времени происходит резкое изменение сопротивления. В дальнейшем параметр приобретает постоянное значение.
Автор выражает благодарность своему научному руководителю Левашову Андрею Сергеевичу.
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Рисунок 1. Топография поверхности пленки
Рисунок 2. Изменение сопротивления во 
с содержанием индия 50 мольн. % по данным
времени для пленок оксида индия-олова

атомно-силового микроскопа (1 х 1мкм)
 
состава In/Sn 50/50
